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Концепция атомного чипа заключается в манипуляции ультрахолодными нейтральными атомами с помощью микроскопических магнитных потенциалов, захватывающих эти атомы. Недавно предложена многообещающая технология для создания микроскопических потенциалов для захвата и перемещения нейтральных атомов, основанная на использовании 
Bi-содержащих монокристаллических пленок феррит-гранатов.
В настоящей работе анализируются физические свойства Bi-содержащих монокристаллических пленок феррит-гранатов как функциональной среды атомного чипа с целью оптимизации их параметров. 

Эти материалы выращивают методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава на изоморфных прозрачных немагнитных подложках. Анализ свойства Bi-содержащих монокристаллических пленок феррит-гранатов показал следующее.

1. Для повышения прозрачности эпитаксиальные пленки необходимо выращивать при условиях, обеспечивающих минимальную концентрацию примесных ионов (особенно, нетрехвалентных) с широкой полосой поглощения. С этой целью эпитаксиальные пленки после выращивания целесообразно отжигать.

2. Для уменьшения размеров доменных конфигураций намагниченность насыщения Ms пленки должна быть как можно большей.

3. Одноосная магнитная анизотропия должна быть достаточно большой, чтобы намагниченность в доменах была направлена перпендикулярно плоскости пленки. Для этого в состав пленок вместе с Bi целесообразно вводить Y.

4. Для того чтобы доменные конфигурации в процессе записи «не расплывались», зависимость Ms от температуры Т должна быть достаточно резкой, а скорость доменных стенок – минимальной. В первом случае в состав пленки целесообразно вводить Gd, а во втором – быстрорелаксирующие редкоземельные ионы (например, Tm3+), причем пленка должна находиться вдали от точки компенсации момента импульса.

5. Для того чтобы доменные конфигурации после записи «не расплывались», коэрцитивная сила Нс пленок должна превышать значение Ms. С учетом высокой Ms (вдали от точки компенсации магнитного момента) высокую Нс со слабой термочувствительностью в пленке можно получить, создавая в ней  сетку дислокаций несоответствия.

